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[57]申請專利範圍
1.　一種電壓暫態偵測電路，適用於一電子系統，該電子系統包含一高壓源線以及一低壓源
線，該電壓暫態偵測電路包含：至少一偵測電路，其中每一偵測電路分別包含：一 P型
金氧半場效電晶體，包含一源極、一汲極以及一基極，該源極與該基極耦接，且該源極

並與該高壓源線耦接，該 P型金氧半場效電晶體具有一寄生二極體形成於該汲極以及該
基極之間；一電容器，耦接於該低壓源線以及該汲極之間；以及一偵測節點，耦接於該

汲極以及該電容器之間，當該高壓源線發生一電壓暫態時，該 P型金氧半場效電晶體處
於一關閉狀態，該電容器經由該寄生二極體向該高壓源線放電，使該偵測節點之一電壓

準位下降；以及一判斷模組，分別與每一偵測電路之該偵測節點耦接，該判斷模組判斷

每一偵測節點之該電壓準位並產生一判斷結果，該電子系統根據該判斷結果選擇性地執

行一保護操作。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之電壓暫態偵測電路，其中該判斷模組包含一比較器，該比
較器與每一偵測電路之該偵測節點耦接，該比較器將每一偵測節點之該電壓準位與一基

準電位相比，進而產生該判斷結果。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之電壓暫態偵測電路，其中當該高壓源線發生該電壓暫態
時，該電容器經由該寄生二極體向該高壓源線放電，使每一偵測節點之該電壓準位由一

初始電位下降至各自的一偵測電位。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之電壓暫態偵測電路，其中每一偵測電路中的該偵測節點，
其各自的偵測電位與該初始電位之間的變化幅度與該偵測電路中之該 P型金氧半場效電
晶體之一電晶體尺寸、一電路結構以及該電容器之一電容值有關。

5.　如申請專利範圍第 3項所述之電壓暫態偵測電路，進一步包含一控制單元，該控制單元
分別耦接至每一偵測電路中該 P型金氧半場效電晶體之一閘極並用以將該 P型金氧半場
效電晶體由該關閉狀態切換至一導通狀態，在每一偵測電路中，當該 P型金氧半場效電
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晶體處於該導通狀態時，該高壓源線通過該 P型金氧半場效電晶體對該電容器充電，並
將該偵測節點之該電壓準位由該偵測電位重置至該初始電位。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之電壓暫態偵測電路，其中該電壓暫態為該高壓源線之一下
衝暫態(undershoot)，而該保護操作為一系統重啟指令或一系統關閉指令。

7.　一種電壓暫態偵測電路，適用於一電子系統，該電子系統包含一高壓源線以及一低壓源
線，該電壓暫態偵測電路包含：至少一偵測電路，其中每一偵測電路分別包含：一 N型
金氧半場效電晶體，包含一源極、一汲極以及一基極，該源極與該基極耦接，且該源極

並與該低壓源線耦接，該 N型金氧半場效電晶體具有一寄生二極體形成於該基極以及該
汲極之間；一電容器，耦接於該高壓源線以及該汲極之間；以及一偵測節點，耦接於該

汲極以及該電容器之間，當該低壓源線發生一電壓暫態時，該 N型金氧半場效電晶體處
於一關閉狀態，該低壓源線經由該寄生二極體對該電容器充電，使該偵測節點之一電壓

準位上升；以及一判斷模組，分別與每一偵測電路之該偵測節點耦接，該判斷模組判斷

每一偵測節點之該電壓準位並產生一判斷結果，該電子系統根據該判斷結果選擇性地執

行一保護操作。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之電壓暫態偵測電路，其中該判斷模組包含一比較器，該比
較器與每一偵測電路之該偵測節點耦接，該比較器將每一偵測節點之該電壓準位與一基

準電位相比，進而產生該判斷結果。

9.　如申請專利範圍第 7項所述之電壓暫態偵測電路，其中當該低壓源線發生該電壓暫態
時，該低壓源線經由該寄生二極體對該電容器充電，使每一偵測節點之該電壓準位由一

初始電位上升至一偵測電位。

10.   如申請專利範圍第 9項所述之電壓暫態偵測電路，其中每一偵測電路中的該偵測節點，
其各自的偵測電位與該初始電位之間的變化幅度與該偵測電路中之該 N型金氧半場效電
晶體之一電晶體尺寸、一電路結構以及該電容器之一電容值有關。

11.   如申請專利範圍第 9項所述之電壓暫態偵測電路，進一步包含一控制單元，該控制單元
分別耦接至每一偵測電路中該 N型金氧半場效電晶體之一閘極並用以將該 N型金氧半場
效電晶體由該關閉狀態切換至一導通狀態，在每一偵測電路中，當該 N型金氧半場效電
晶體處於該導通狀態時，該電容器通過該 N型金氧半場效電晶體對該低壓源線放電，並
將該偵測節點之該電壓準位由該偵測電位重置至該初始電位。

12.   如申請專利範圍第 7項所述之電壓暫態偵測電路，其中該電壓暫態為該低壓源線之一過
衝暫態(overshoot)，而該保護操作為一系統重啟指令或一系統關閉指令。

13.   一種電壓暫態偵測電路，適用於一電子系統，該電子系統包含一高壓源線以及一低壓源
線，該電壓暫態偵測電路包含：至少一偵測電路，其中每一偵測電路分別包含：一 P型
金氧半場效電晶體，包含一第一源極、一第一汲極以及一第一基極，該第一源極與該第

一基極耦接，且該第一源極並與該高壓源線耦接，該 P型金氧半場效電晶體具有一第一
寄生二極體形成於該第一汲極以及該第一基極之間；一 N型金氧半場效電晶體，包含一
第二源極、一第二汲極以及一第二基極，該第二源極與該第二基極耦接，且該第二源極

並與該低壓源線耦接，該 N型金氧半場效電晶體具有一第二寄生二極體形成於該第二基
極以及該第二汲極之間；一電容器，耦接於該第一汲極與該第二汲極之間；一第一偵測

節點，耦接於該第一汲極以及該電容器之間，當該高壓源線發生一電壓暫態時，該 P型
金氧半場效電晶體處於一關閉狀態，該電容器經由該第一寄生二極體向該高壓源線放

電，使該第一偵測節點之一第一電壓準位下降；以及一第二偵測節點，耦接於該第二汲

極以及該電容器之間，當該低壓源線發生一電壓暫態時，該 N型金氧半場效電晶體處於
一關閉狀態，該低壓源線經由該第二寄生二極體對該電容器充電，使該第二偵測節點之

一第二電壓準位上升；以及一判斷模組，分別與每一偵測電路之該第一偵測節點與該第

(2)
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二偵測節點耦接，該判斷模組判斷每一第一偵測節點之該第一電壓準位以及每一第二偵

測節點之該第二電壓準位並產生一判斷結果，該電子系統根據該判斷結果選擇性地執行

一保護操作。

14.   如申請專利範圍第 13項所述之電壓暫態偵測電路，其中該判斷模組包含一比較器，該比
較器與每一偵測電路之該第一偵測節點以及該第二偵測節點耦接，該比較器將每一該第

一偵測節點之該第一電壓準位以及每一第二偵測節點之該第二電壓準位分別與一基準電

位相比，進而產生該判斷結果。

15.   如申請專利範圍第 13項所述之電壓暫態偵測電路，其中當該高壓源線發生該電壓暫態
時，該電容器經由該第一寄生二極體向該高壓源線放電，使每一第一偵測節點之該第一

電壓準位由一初始電位下降至各自的一偵測電位。

16.   如申請專利範圍第 15項所述之電壓暫態偵測電路，其中每一偵測電路中的該第一偵測節
點，其各自的偵測電位與該初始電位之間的變化幅度與該偵測電路中之該 P型金氧半場
效電晶體之一電晶體尺寸、一電路結構以及該電容器之一電容值有關。

17.   如申請專利範圍第 13項所述之電壓暫態偵測電路，其中當該低壓源線發生該電壓暫態
時，該低壓源線經由該第二寄生二極體對該電容器充電，使每一第二偵測節點之該第二

電壓準位由一初始電位上升至一偵測電位。

18.   如申請專利範圍第 17項所述之電壓暫態偵測電路，其中每一偵測電路中的該第二偵測節
點，其各自的偵測電位與該初始電位之間的變化幅度與該偵測電路中之該 N型金氧半場
效電晶體之一電晶體尺寸、一電路結構以及該電容器之一電容值有關。

19.   如申請專利範圍第 13項所述之電壓暫態偵測電路，進一步包含一控制單元，該控制單元
分別耦接至每一偵測電路中的該 P型金氧半場效電晶體以及該 N型金氧半場效電晶體，
該控制單元用以將每一偵測電路中的該 P型金氧半場效電晶體以及該 N型金氧半場效電
晶體分別由該關閉狀態切換至一導通狀態，藉此重置每一第一偵測節點之該第一電壓準

位以及每一第二偵測節點之該第二電壓準位。

20.   如申請專利範圍第 13項所述之電壓暫態偵測電路，其中該電壓暫態為該高壓源線之一下
衝暫態(undershoot)或該低壓源線之一過衝暫態(overshoot)，而該保護操作為一系統重啟
指令或一系統關閉指令。

圖式簡單說明

圖一繪示先前技術中靜電放電保護系統的示意圖。

圖二繪示根據本發明之第一具體實施例中的電壓暫態偵測電路配合應用於一電子系統的

示意圖。

圖三繪示圖二中電壓暫態偵測電路根據本發明之第一具體實施例的電路示意圖。

圖四 A繪示當高壓源線發生電壓暫態時圖三中的電壓暫態偵測電路之電壓準位時序圖。
圖四 B繪示當高壓源線發生另一種電壓暫態時圖三中的電壓暫態偵測電路之電壓準位時

序圖。

圖五繪示根據本發明之第二具體實施例之電壓暫態偵測電路的電路示意圖。

圖六繪示當高壓源線發生電壓暫態時圖五中的電壓暫態偵測電路之電壓準位時序圖。

圖七繪示根據本發明之第三具體實施例之電壓暫態偵測電路的電路示意圖。

圖八繪示當低壓源線發生電壓暫態時圖七中的電壓暫態偵測電路之電壓準位時序圖。

圖九繪示根據本發明之第四具體實施例之電壓暫態偵測電路的電路示意圖。
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